
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　サーミスタ素子の電極にハンダ付けによる配線処理が施されるサーミスタであって、
　電極は、特性が異なる素子電極とカバー電極との２層構造からなり、
　素子電極は、少なくとも サーミスタ素子に積層し
て膜状に形成され、電極面積を確保してサーミスタの電気的特性を維持するものであり、
　カバー電極は、 前記素子電極を被覆して膜
状に形成され、配線がハンダ付けされて該配線と前記素子電極との電気的接続を確保する
ものであることを特徴とするサーミスタ。
【請求項２】
　前記素子電極は、 とガラスフリットを含むペーストで形成されたもの
であることを特徴とする請求項１に記載のサーミスタ。
【請求項３】
　前記貴金属は、少なくともＡｕ，Ａｇ，Ａｇ／Ｐｄ，Ｐｔ／Ａｕの一成分を含むもので
あることを特徴とする請求項 に記載のサーミスタ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、高温ハンダ（融点が３０９℃付近）を用いて、サーミスタ素子両面に配線処理
が施されるサーミスタに関する。
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【０００２】
【従来の技術】
従来、サーミスタはサーミスタ素子両面に素子電極が取付けられており、素子電極は、貴
金属ペーストを用いて素子両面に膜状に形成されていた。
【０００３】
ところで、この種のサーミスタにおいて、高温ハンダを使用して素子電極にリード線を取
付ける際に、素子電極は高温下に曝されるため、素子電極をなす貴金属ペーストの一部が
ハンダ側に拡散されてしまい、結果として素子電極の電極面積が減少して電極の抵抗値が
異常に大きくなってしまい、サーミスタの電気的特性が悪化したり、また電極面積が減少
してハンダ付けの面積が実質的に減少し、ハンダ付け強度が劣化する等の不具合が生じて
いた。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
上述した課題を解決するため、従来ではサーミスタ素子の表面に貴金属ペーストを２回塗
布する等の方法により、膜厚の厚い素子電極をサーミスタ素子の表面に形成し、これによ
り貴金属の一部がハンダ側に拡散されたとしても、素子電極の電極面積を一定に確保する
ようにしていた。
【０００５】
しかしながら素子電極の膜厚が厚くなったとしても、素子電極自身が高温ハンダに拡散さ
れ易い貴金属であるため、貴金属がハンダ側に拡散する量を考慮に入れて一定の電極面積
を確保する必要があり、このことを考慮に入れてハンダ付け作業を行なうこととなるため
、ハンダ付け温度，時間等の管理が難しく、実際の製造には不向きなものであった。
【０００６】
また貴金属ペーストを２回塗布する必要があるため、電極材料費がサーミスタの価格を高
騰させてしまうという問題があった。
【０００７】
本発明の目的は、共晶ハンダ或いは高温ハンダによる配線処理を施しても、必要な電極面
積を確保できるサーミスタを提供することにある。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　前記目的を達成するため、本発明に係るサーミスタは、サーミスタ素子の電極にハンダ
付けによる配線処理が施されるサーミスタであって、
　電極は、特性が異なる素子電極とカバー電極との２層構造からなり、
　素子電極は、 サーミスタ素子に積層して膜状に形
成され、電極面積を確保してサーミスタの電気的特性を維持するものであり、
　カバー電極は、 前記素子電極を被覆して膜
状に形成され、配線がハンダ付けされて該配線と前記素子電極との電気的接続を確保する
ものである。
【０００９】
　また前記素子電極は、 とガラスフリットを含むペーストで形成された
ものである。
【００１３】
また前記貴金属は、少なくともＡｕ，Ａｇ，Ａｇ／Ｐｄ，Ｐｔ／Ａｕの一成分を含むもの
である。
【００１４】
サーミスタに設けた電極は、特性が異なる素子電極とカバー電極との２層構造からなって
いる。下層の素子電極により電極面積を確保してサーミスタの電気的特性を維持させ、上
層のカバー電極により配線と素子電極との電気的接続を確保させる。
【００１５】
【発明の実施の形態】
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以下、本発明を図により説明する。図１～図３は、本発明の実施形態に係るサーミスタを
示す断面図である。
【００１６】
図において本発明に係るサーミスタは、サーミスタ素子１の電極にハンダ付けによる配線
処理が施されるサーミスタであって、電極は、特性が異なる素子電極２とカバー電極３と
の２層構造からなっている。
【００１７】
素子電極２は、少なくとも抵抗値の酸化物からなり、サーミスタ素子１の表面に積層して
膜状に形成され、電極面積を確保してサーミスタの電気的特性を維持するものである。こ
こに、サーミスタの電気的特性とは、比抵抗，Ｂ定数等を含む特性をいう。比抵抗は、単
位長さ当たりの電気抵抗を意味し、またＢ定数は、２５℃と５０℃の抵抗値の比から算出
されたサーミスタ定数を意味する。
【００１８】
カバー電極３は、素子電極２を被覆して膜状に形成され、配線がハンダ付けされて該配線
と素子電極２との電気的接続を確保するものである。ここに、配線とは、リード線，プリ
ント基板上にパターン形成された導線パターン等を含むものであり、要はサーミスタ素子
１と外部回路との間に介装されて、電源，信号の授受等の機能を作用するものであれば、
いずれのものでもよい。
【００１９】
またサーミスタ素子１の形状は、ディスク型，チップ型，角型等に成形されるが、サーミ
スタ素子１の使用目的，使用場所，用途等に合わせて、サーミスタ素子１の形状は種々変
更される。
【００２０】
サーミスタの電極は、低抵抗値をもつことが条件とされ、一般に貴金属ペーストが用いら
れている。ところが、貴金属ペーストは、高温ハンダ（融点３０９℃付近）を使用して高
温下に曝されることにより溶融し、ハンダ側に拡散する性質があるため、結果として電極
面積が縮小して電極の抵抗値が異常に大きくなってしまう。
【００２１】
そこで本発明は、サーミスタの電極を機能分割して電極面積の縮小化に対処している。す
なわち、サーミスタの電極を素子電極２とカバー電極３を積層した２層構造とし、素子電
極２に電極面積を確保してサーミスタの電気的特性を維持する機能を分担させ、カバー電
極３に配線と素子電極２との電気的接続を確保する機能を分担させている。
【００２２】
　上記のように各電極２，３に機能を分担させるにあたっては、貴金属ペーストがハンダ
側に拡散するという特性を考慮に入れなければならず、本発明では、酸化物はハンダとは
馴染ま ンダをはじく作用があることに着目し、サーミスタ素子１の表面に直に形成
される素子電極２を低抵抗値をもつ酸化物で形成し、素子電極２を酸化物電極として構成
している。
【００２３】
本発明における素子電極２は酸化物電極であるため、ハンダ付けの高温下に曝されたとし
ても、ハンダとは馴染まずにハンダをはじく作用があるため拡散現象がなく、結果として
必要な電極面積を確保できることとなり、電極面積の減少による不良発生を防止できる。
【００２４】
しかも素子電極２は、低抵抗値の酸化物を選定しており、電極の抵抗値を低く抑えること
ができる。
【００２５】
素子電極２によりサーミスタに必要な電極面積が確保されることとなるが、素子電極２は
酸化物電極であり、ハンダをはじく作用があるため、素子電極２と配線との電気的接続を
確保する必要が生じる。
【００２６】

10

20

30

40

50

(3) JP 3661160 B2 2005.6.15

ず、ハ



以上のように電極面積は素子電極２により確保されているため、カバー電極３によって電
極面積を確保する必要はなく、カバー電極３は、素子電極２と配線との電気的接続を確保
することを重要な役割とすればよい。
【００２７】
そこで本発明は、素子電極２を被覆してカバー電極３を積層して形成している。ここに、
カバー電極３には、ハンダと馴染みがよい素材を用いて、素子電極２と配線との電気的接
続を確保させており、電極を２層構造としたことによる悪影響を生じることはない。
【００２８】
本発明では、上述した電極の機能分担を達成するため電極の素材を選定しており、具体的
には素子電極２は、低抵抗値の酸化物とガラスフリットを含むペーストで形成しており、
前記酸化物としては、ＲｕＯ 2、またはＲｕＯ 2と貴金属との組合せのうちいずれかを用い
ている。そして前記ペーストをサーミスタ素子１の表面に塗布し、これを焼付け処理をす
ることにより、サーミスタ素子１に素子電極２を膜状に形成している。
【００２９】
またカバー電極３は、貴金属とガラスフリットを含むペーストで形成しており、このペー
ストを素子電極２を被覆して塗布し、これを焼付け処理をすることにより、素子電極２上
にカバー電極３を膜状に一体に形成している。
【００３０】
また貴金属としては、Ａｕ，Ａｇ，Ａｇ／Ｐｄ，Ｐｔ／Ａｕの内少なくとも一成分を用い
ている。
【００３１】
次に素子電極２及びカバー電極３からなる電極をサーミスタ素子１に設ける場合について
図を用いて説明する。
【００３２】
図１では、サーミスタ素子１の対向する端面に素子電極２とカバー電極３の２層構造の電
極をそれぞれ設けている。この構造のものでは、配線としてリード線を用い、リード線を
上下のカバー電極３にそれぞれ高温ハンダ付けすることとなる。
【００３３】
図２及び図３は、プリント基板に表面実装されるサーミスタの例を示すものである。
【００３４】
図２では、サーミスタ素子１の左右端を取り囲むように素子電極２とカバー電極３とを設
け、サーミスタ素子１の上面又は下面に配置されたカバー電極３ａ，３ａ又は３ｂ，３ｂ
のいずれかを、プリント基板にパターン形成された導体パターン（配線）に高温ハンダを
もって直付けするようにしたものである。
【００３５】
図２に示す例では、対をなすカバー電極３ａ，３ａ又は３ｂ，３ｂを左右対称に設けてい
たが、図３は、対をなす一対のカバー電極３ａ，３ａ又は３ｂ，３ｂがサーミスタ素子１
の表面上に占める割合を異ならせて電極を設け、サーミスタ素子１の上面又は下面に配置
されたカバー電極３ａ，３ａ又は３ｂ，３ｂのいずれかを、プリント基板にパターン形成
された導体パターン（配線）に高温ハンダをもって直付けするようにしたものである。
【００３６】
（実施例）以下に本発明の実施例を示す。
【００３７】
各実施例と比較例のサーミスタ素子は、ポリビニールアルコールをバインダーとして素子
材料に添加し、所要量を取り出して４０ｍｍ×４０ｍｍ×１２ｍｍのブロックに成形後、
１４００℃で５時間大気中で焼成し、得られたブロックをスライスして厚み２００～１０
００ミクロンのウェーハーを取り出し、まず素子電極２をスクリーン印刷により塗布乾燥
後、次にカバー電極３を同じようにスクリーン印刷により塗布し、８５０℃で１０分間大
気中で加熱し焼き付けた後、所望の寸法にカッテイングしてチップに成形加工したもので
ある。
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なお、比較例の電極としては、貴金属ペーストのみをスクリーン印刷により２回塗布し、
８５０℃で１０分間加熱し焼き付けたものを用いている。
【００３８】
表１には実施例と比較例の電極材料及び電極構造の違いを示し、表２には実施例と比較例
の試験結果（ｎ＝１０，ここにｎは資料の個数を表わす）を示している。
【００３９】
【表１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００４０】
【表２】
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【００４１】
表１と表２から明らかなように、本発明のように電極を素子電極２とカバー電極３の二層
構造とし、かつ素子電極２をＲｕＯ 2系電極（酸化物電極）として構成することにより、
高温ハンダによる電極面積の減少を抑制することができ、サーミスタの電極抵抗値の変化
を防止することができる。なお、本発明においては、比較的ハンダが喰われが少ないとい
われている共晶ハンダによる配線処理において、ハンダによる電極面積の減少を抑制して
、サーミスタの電極抵抗値の変化を防止できることが分かった。
【００４２】
【発明の効果】
　以上のように本発明によれば、サーミスタの電極を２層構造として、ハンダ喰われ等に
よりカバー電極の一部が損失しても、

たため、サーミスタ自身の電気的特性（比抵抗，Ｂ定数等）の低下を防止することが
でき、高温ハンダを用いて配線処理するのに適したサーミスタを提供することができる。
【００４３】
また本発明に係る機能分担した２層構造のサーミスタの電極は、高温ハンダに限らず共晶
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ハンダの場合も同じ効果を発揮することができ、ガラス封止型サーミスタ（素子の両面電
極面をリード線で圧着した状態でガラス封入されたもの例えばＤＨＴ型サーミスタ）の場
合にも同様に適用することができる。
【００４４】
さらに高温ハンダ或いは共晶ハンダを用いても、サーミスタの電極面積が減少することは
なく、ハンダ付け面積の減少を防止して必要なハンダ付け強度を確保することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施形態に係るサーミスタを示すものであって、配線としてのリード
線を電極にハンダ付けした構造を示す断面図である。
【図２】本発明の一実施形態に係るサーミスタを示すものであって、表面実装タイプを示
す断面図である。
【図３】本発明の一実施形態に係るサーミスタを示すものであって、他の表面実装タイプ
を示す断面図である。
【符号の説明】
１　サーミスタ素子
２　素子電極
３　カバー電極
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